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正の高電圧の 
理想ダイオード・コントローラ

48V、10AダイオードOR
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*追加のオプション部品については図2と図3を参照

消費電力と負荷電流

標準的応用例
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DIODE (MBR10100)

FET (FDB3632)

POWER
SAVED

特長
■	 パワー・ショットキー・ダイオードをNチャネルMOSFETに 
 置換することによって消費電力を低減
■	 0.5μsのターンオフ時間により、 
 ピーク･フォールト電流を制限
■	 広い動作電圧範囲：9V～80V
■	 発振のない円滑な切り替え
■	 逆DC電流なし
■	 6ピン（2mm×3mm）DFNおよび8ピンMSOPパッケージ
 

アプリケーション
■	 N＋1冗長電源
■	 高可用性システム
■	 AdvancedTCAシステム
■	 テレコム･インフラストラクチャ
■	 車載システム

概要
LTC®4357は、ショットキー・ダイオードを代替する外付けN
チャネルMOSFETをドライブする正の高電圧の理想ダイオー
ド・コントローラです。ダイオードORや高電流ダイオードのアプ
リケーションに使用された場合、LTC4357は消費電力、熱損
失、電圧損失、PCボード面積を低減します。

LTC4357は電源を容易にOR接続可能なので、システム全体
の信頼性を向上させることができます。ダイオードORアプリ
ケーションでは、LTC4357はMOSFETの順方向電圧降下を
制御し、発振なしに1本のパスから他のパスへ円滑な電流転
送が可能です。電源が故障または短絡した場合、高速ターン
オフによって逆電流過渡を最小限に抑えます。
L、LT、LTC、LTM、Linear TechnologyおよびLinearのロゴはリニアテクノロジー社の登録商標で
す。Hot Swapはリニアテクノロジー社の商標です。他のすべての商標はそれぞれの所有者に所
有権があります。
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絶対最大定格　（Note 1、2）

電源電圧
IN ...............................................................................−1V～100V
OUT、VDD ................................................................−0.3V～100V

出力電圧
GATE (Note 3) .............................................VIN−0.2V～VIN＋10V
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TJMAX = 125°C, θJA = 90°C/W 

EXPOSED PAD (PIN 7) PCB GND CONNECTION OPTIONAL
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MS8 PACKAGE
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TJMAX = 125°C, θJA = 163°C/W

動作周囲温度範囲
LTC4357C ...................................................................0℃～70℃
LTC4357I ................................................................ −40℃～85℃
LTC4357H ............................................................ −40℃～125℃
LTC4357MP ......................................................... −55℃～125℃

保存温度範囲......................................................... −65℃～150℃
リード温度（半田付け、10秒）

MSパッケージ ...................................................................300℃

ピン配置

発注情報

鉛フリー仕様 テープアンドリール 製品マーキング* パッケージ 温度範囲
LTC4357CMS8#PBF LTC4357CMS8#TRPBF LTCXD 8-Lead Plastic MSOP 0°C to 70°C

LTC4357IMS8#PBF LTC4357IMS8#TRPBF LTCXD 8-Lead Plastic MSOP –40°C to 85°C

LTC4357HMS8#PBF LTC4357HMS8#TRPBF LTCXD 8-Lead Plastic MSOP –40°C to 125°C

LTC4357MPMS8#PBF LTC4357MPMS8#TRPBF LTFWZ 8-Lead Plastic MSOP –55°C to 125°C

鉛ベース仕様 テープアンドリール 製品マーキング* パッケージ 温度範囲
LTC4357MPMS8 LTC4357MPMS8#TR LTFWZ 8-Lead Plastic MSOP –55°C to 125°C

鉛フリー仕様 
テープアンドリール（ミニ）テープアンドリール 製品マーキング* パッケージ 温度範囲
LTC4357CDCB#TRMPBF LTC4357CDCB#TRPBF LCXF 6-Lead (2mm × 3mm) Plastic DFN 0°C to 70°C

LTC4357IDCB#TRMPBF LTC4357IDCB#TRPBF LCXF 6-Lead (2mm × 3mm) Plastic DFN –40°C to 85°C

LTC4357HDCB#TRMPBF LTC4357HDCB#TRPBF LCXF 6-Lead (2mm × 3mm) Plastic DFN –40°C to 125°C
TRM = 500個　*温度グレードは出荷時のコンテナのラベルで識別されます。
さらに広い動作温度範囲で規定されるデバイスについては、弊社または弊社代理店にお問い合わせください。
鉛ベース仕様の製品の詳細については、弊社または弊社代理店にお問い合わせください。
鉛フリー仕様の製品マーキングの詳細については、http://www.linear-tech.co.jp/leadfree/ をご覧ください。
テープアンドリールの仕様の詳細については、http://www.linear-tech.co.jp/tapeandreel/ をご覧ください。
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Note 1：絶対最大定格に記載された値を超えるストレスはデバイスに永続的損傷を与える可
能性がある。長期にわたって絶対最大定格条件に曝すと、デバイスの信頼性と寿命に悪影響
を与える可能性がある。

SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

VDD Operating Supply Range l 9 80 V

IDD Supply Current l 0.5 1.25 mA

IIN IN Pin Current VIN = VOUT ±1V l 150 350 500 µA

IOUT OUT Pin Current VIN = VOUT ±1V l 80 210 µA

ΔVGATE External N-Channel Gate Drive 
(VGATE – VIN)

VDD, VOUT = 20V to 80V 
VDD, VOUT = 9V to 20V

l	

l

10 
4.5

12 
6

15 
15

V 
V

IGATE(UP) External N-Channel Gate Pull-Up Current VGATE = VIN, VIN – VOUT = 0.1V l –14 –20 –26 µA

IGATE(DOWN) External N-Channel Gate Pull-Down 
Current in Fault Condition

VGATE = VIN + 5V l 1 2 A

tOFF Gate Turn-Off Time VIN – VOUT = 55mV –|––1V, 
VGATE – VIN < 1V, CGATE = 0pF

l 300 500 ns

ΔVSD Source-Drain Regulation Voltage 
(VIN – VOUT)

VGATE – VIN = 2.5V l 10 25 55 mV

Note 2：注記がない限り、ピンに流れ込む電流はすべて正で、電圧はすべてGND基準である。

Note 3：内部クランプにより、GATEピンはINより10V以上、またはGNDより100V以上上回らない
ように制限される。このピンをこのクランプ電圧より高い電圧にドライブするとデバイスを損
傷するおそれがある。

標準的性能特性
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電気的特性 
●は全動作温度範囲の規格値を意味する。それ以外はTA = 25°Cでの値。注記がない限り、VOUT = VDD、VDD = 9V～80V。

VDD電流(IDDとVDD) IN電流(IINとVIN) OUT電流(IOUTとVOUT)
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標準的性能特性

OUT電流（IOUTとVIN）

FETのターンオフ時間とゲート容量
FETのターンオフ時間と 
初期オーバードライブ
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GATE電流と順方向電圧降下 
（IGATEとΔVSD）

ΔVGATEとGATE電流 
（ΔVGATEとIGATE）
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ブロック図

ピン機能
露出パッド：露出パッドはオープンのままにするか、または
GNDに接続することができます。

GATE：ゲート・ドライブ出力。負荷電流によってMOSFETの両
端に25mVを超える電圧降下が生じると、GATEピンは“H”
になり、NチャネルMOSFETを導通させます。負荷電流が小
さいと、ゲートはアクティブにドライブされ、MOSFETの両端
は25mVに保たれます。逆電流によってMOSFETの両端に 
-25mVを超える電圧降下が生じると、高速プルダウン回路が
GATEピンとINピンを直ちに接続してMOSFETをオフします。

GND：デバイスのグランド。

IN：入力電圧とGATEの高速プルダウンのリターン。INピンは
理想ダイオードのアノードで、NチャネルMOSFETのソースに
接続します。このピンでセンスされる電圧はMOSFETのソー

ス-ドレイン間電圧の制御に使用されます。GATEの高速プル
ダウン電流はINピンを介してリターンされます。このピンは
MOSFETのソースにできるだけ近づけて接続します。

NC：NC。内部で接続されていません。

OUT：ドレイン電圧のセンス。OUTピンは理想ダイオードのカ
ソードで、複数のLTC4357が理想ダイオードORとして構成さ
れている場合の共通出力です。このピンはNチャネルMOSFET
のドレインに接続します。このピンでセンスされる電圧は
MOSFETのソース-ドレイン間電圧の制御に使用されます。

VDD：正電源入力。LTC4357にはVDDピンから電力が供給され
ます。このピンは直接、あるいはRC遅延回路を介してOUTに
接続します。
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MOSFETの選択
LTC4357はNチャネルMOSFETをドライブして負荷電流を供
給します。MOSFETの重要な特性は、オン抵抗（RDS（ON））、最
大ドレイン-ソース間電圧（VDSS）、ゲート・スレッショルド電圧
です。

ゲート・ドライブは、低電圧アプリケーション（VDD = 9V～
20V）の4.5VロジックレベルMOSFETと互換性があります。高
電圧（VDD = 20V～80V）では、標準的な10Vスレッショルド
MOSFETを使用することができます。内部クランプによって
GATEピンとINピン間のゲート・ドライブが15Vに制限されま
す。VGS（MAX）が15V以下のMOSFETでは、GATEとINの間に
外付けのツェナー・クランプを追加することができます。

最大許容ドレイン-ソース間電圧（BVDSS）は電源電圧より高く
なければなりません。入力をGNDに接続すると、全電源電圧
がMOSFETの両端に発生します。

2つの電源出力のOR接続
LTC4357を2つの電源の出力の接続に使用する場合、出力電
圧が高い方の電源から負荷電流の大部分またはすべてが供
給されます。負荷電流の供給中にこの電源の出力をグランドに
急激に短絡すると、電流の流れが一時的に反転してLTC4357
のMOSFETを逆方向に流れます。逆電流によってMOSFETの
電圧降下が-25mVを超えると、LTC4357の高速プルダウンが
アクティブになってMOSFETを即座にオフします。

もう一方の（当初、電圧が低い方の）電源がフォールト時に
負荷電流を供給していなかった場合、そのOR接続MOSFET
のボディー・ダイオードが導通するまで出力は低下します。
その間、LTC4357は順方向電圧降下が25mVに低下するま
でMOSFETのゲートを20μAで充電します。もしこの電源が
フォールト時に負荷電流を供給していた場合には、対応する
OR接続MOSFETはすでに少なくとも部分的にオンにされてお
り、LTC4357は25mVの電圧降下を維持するためにMOSFET
のゲートをより強くドライブするだけです。

アプリケーション情報

動作
高い可用性を要するシステムでは、冗長性をもたせてシステム
の信頼性を高めるため、多くの場合、並列に接続された電源
やバッテリ・フィードが採用されます。ダイオードをOR接続する
ことが、これらの電源をポイントオブロードで接続する一般的
な手法でした。この手法の弱点は、順方向電圧降下が生じて
効率が低下することです。この電圧降下によって、供給可能な
電源電圧が低下して大きな電力を消費します。ショットキー･
ダイオードの代わりにNチャネルMOSFETを使用すると、高電
力アプリケーションでの電力損失が低減され、高価なヒート
シンクや大きなサーマル・レイアウトが不要になります。

LTC4357は外付けのNチャネルMOSFETを制御して理想ダ
イオードを形成します。ソースとドレイン間の電圧はINピンと
OUTピンによってモニタされ、GATEピンはMOSFETをドライ
ブしてその動作を制御します。実質的に、MOSFETのソースと
ドレインは理想ダイオードのアノードとカソードとして機能しま
す。

起動時に、MOSFETのボディー・ダイオードを通って負荷電流
が最初に流れます。その結果、INピンとOUTピンでの高い順

方向電圧が検出され、LTC4357はGATEピンをドライブして順
方向電圧降下を25mVにサーボ制御します。MOSFETのゲー
トが完全にオン状態にドライブされたときに、負荷電流によっ
て電圧降下が25mVより大きくなると、順方向電圧はRDS（ON）
• ILOADに等しくなります。

負荷電流が減少することによって順方向電圧降下が25mV
を下回ると、25mVの電圧降下を維持するように、MOSFETの
ゲートは弱いプルダウンによって低い電圧にドライブされま
す。負荷電流が反転してINとOUT間の電圧が-25mVを下回
ると、LTC4357はMOSFETのゲートを強いプルダウンによって
低い電圧にします。

全負荷状態の電源の出力が突然グランドに短絡するなど、電
源が故障した場合、オン状態のMOSFETを通って一時的に
逆電流が流れます。この電流は全ての負荷容量や別の電源
から供給されます。LTC4357はこの状態に直ちに反応して約
500nsでMOSFETをオフするので、出力バスへの妨害が最小
限に抑えられます。



LTC4357

7
4357fd

アプリケーション情報

図1. ドループ分担による冗長電源
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負荷分担
図1のアプリケーションでは、ドループ分担と呼ばれるシンプ
ルな手法を使用して複数の冗長電源の出力を接続していま
す。負荷電流は最も高い電圧の出力から最初に供給され、負
荷の増加によって出力電圧が低下すると低い電圧の出力か
ら供給されます。25mVの安定化手法によって、出力間で発
振のない円滑な負荷分担が実現されます。分担の度合いは、 
RDS（ON）、電源の出力インピーダンス、および電源の初期出力
電圧と相関関係があります。

入力短絡フォールト
逆バイアスに転換するアクティブな理想ダイオードのダイナ
ミックな動作は、遅延とそれに続く逆回復時間で最も的確に
表されます。遅延フェーズ時に、寄生抵抗や寄生インダクタン
スによって制限されたいくらかの逆電流が生成されます。逆回
復フェーズ時に、寄生インダクタンスに蓄積されたエネルギー
が回路内の別の素子に転送されます。逆回復時の電流のス
ルーレートは100A/μs以上に達する可能性があります。

入力パスおよび出力パスと直列に寄生インダクタンスがあるの
に加えてスルーレートが大きいと、逆回復時にLTC4357のIN
ピンとOUTピンに破壊的な過渡が生じる恐れがあります。回
路の入力間で直接ゼロ・インピーダンスの短絡が生じるのは
特に問題になります。それは、遅延フェーズ時に最も大きな逆
電流が生成される可能性があるからです。MOSFETが最終的
に逆電流を反転させると、LTC4357のINピンに負の電圧スパ
イクが生じ、OUTピンには正方向にスパイクが生じます。

入力が短絡状態のときにLTC4357が損傷しないように、図2に
示すようにINピンとOUTピンを保護します。INピンは、負の方
向のスパイクをGNDピンにクランプすることによって保護しま
す。TVSやTransZorbなどによるクランプ、または少なくとも10μF
のローカル・バイパス・コンデンサを使用してOUTピンを保護
します。低電圧のアプリケーションでは、BVDSS＋VIN < 100V
であれば、MOSFETのドレイン-ソース間ブレークダウン電圧
でOUTピンを十分保護することができます。

負荷バイパスとLTC4357の間の寄生インダクタンスにより、入
力にゼロ・インピーダンスの短絡が生じたときにVDDピンの電
圧が急落し、全ターンオフ時間（tOFF）が増加します。30V以下
のアプリケーションではVDDピンを39μFでバイパスし、30Vを
上回るアプリケーションでは少なくとも100μFを使用します。
VDDが外部から電力を供給されている場合、1個のコンデン
サでVDDが急落しないようにし、またOUTピンを電圧スパイク
から保護することができます。OUTピンがダイオード・クランプ
によって保護されているか、またはVDDが入力側から電力供
給されている場合、100Ωと100nFに分れたフィルタを使用して
VDDピンをデカップリングします（図3を参照）。10Aを超えるア
プリケーションでは、フィルタ・コンデンサの容量を1μFまで増
加します。
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設計例
最大負荷電流が10Aの12Vシステムの部品の選択に必要な
計算を以下の設計例に示します（図4を参照）。

まず、MOSFETのRDS（ON）を計算して全負荷で必要な順方向
電圧降下を求めます。VDROP = 0.1Vと仮定すると、

RDS(ON) ≤
VDROP
ILOAD

=
0.1V
10A

RDS(ON) ≤10mΩ

RDS（ON） = 10mΩ（max）、BVDSSが30VのS8パッケージの
Si4874DYが最適なソリューションになります。

MOSFETの最大消費電力は次のとおりです。

P = ILOAD
2 • RDS（ON） = （10A）2 • 10mΩ = 1W

ローカルなバイパスが39μFより小さい場合には、図4の100Ωと
0.1μFの推奨RC値が使用されます。

BVDSS＋VINは100Vよりもはるかに小さいので、出力のクラン
プは必要ありません。

図3. 逆回復時のVDDの急落に対する保護

アプリケーション情報

図2. 逆回復によりINピンとOUTピンに誘導性スパイクが生じる。ステップ回復 
スパイクの極性は寄生インダクタンスの両端に示されている
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+ –
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INDUCTANCE

4357 F03
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VDD

GATE

M1

OUTPUT PARASITIC
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VIN
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100Ω
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図4. 12V、10AダイオードOR
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LTC4357

GND
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VDD

GATE

M1
Si4874DYVIN1

12V
VOUT
TO LOAD
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レイアウトの検討事項
INピンとOUTピンは、MOSFETのソース・ピンとドレイン・ピン
にできるだけ近づけて接続します。MOSFETまでのトレースは
抵抗性損失を最小限に抑えるため、幅を広く、長さを短くしま
す。図5を参照。

アプリケーション情報

図5. レイアウト検討図

DFNパッケージの場合、30Vを上回る電圧ではピンの間隔が
問題になることがあります。これが問題になる場合、沿面距離
と隙間のガイドラインを確認して判断してください。高電圧の
ピンとグランド・ピンの間隔を大きくするため、露出パッドの接
続をオープンのままにします。PCBの汚れを最小限に抑えるた
め、ノークリーン半田を使用してください。
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14V
SHUNT
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+
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標準的応用例

-12Vの逆入力保護 -48Vの逆入力保護

バッテリを充電するソーラー・パネル

低電流シャットダウン
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パッケージ
DCBパッケージ

6ピン・プラスチックDFN（2mm×3mm）
（Reference LTC DWG # 05-08-1715 Rev A）

3.00 ±0.10
(2 SIDES)

2.00 ±0.10
(2 SIDES)

0.40 ± 0.10

1.65 ± 0.10
(2 SIDES)

0.75 ±0.05

R = 0.115
TYP

R = 0.05
TYP

1.35 ±0.10
(2 SIDES)

13

64

0.200 REF

0.00 – 0.05

(DCB6) DFN 0405

0.25 ± 0.05
0.50 BSC

0.25 ± 0.05

1.35 ±0.05
(2 SIDES)

1.65 ±0.05
(2 SIDES)

2.15 ±0.05

0.70 ±0.05

3.55 ±0.05

0.50 BSC

NOTE：
1. 図はJEDECのパッケージ外形MO-229のバリエーションになる予定
2. 図は実寸とは異なる
3. すべての寸法はミリメートル
4. パッケージ底面の露出パッドの寸法にはモールドのバリを含まない
 モールドのバリは(もしあれば)各サイドで0.15mmを超えないこと
5. 露出パッドは半田メッキとする
6. 網掛けの部分はパッケージの上面と底面のピン1の位置の参考に過ぎない

底面図̶露出パッド

ピン1バーの
トップ・マーキング
（NOTE 6を参照） ピン1のノッチ

R = 0.20または
0.25 × 45°の面取り

推奨する半田パッドのピッチと寸法

パッケージ
の外形
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パッケージ
MS8パッケージ

8ピン・プラスチックMSOP
（Reference LTC DWG # 05-08-1660 Rev F）

MSOP (MS8) 0307 REV F 

0.53 ± 0.152
(.021 ± .006)

0.18
(.007)

0.254
(.010)

1.10
(.043)
MAX

0.22 – 0.38
(.009 – .015)

TYP

0.1016 ± 0.0508
(.004 ± .002)

0.86
(.034)
REF

0.65
(.0256)

BSC

0° – 6° TYP

DETAIL “A”

DETAIL “A”

1 2 3 4

4.90 ± 0.152
(.193 ± .006)

8 7 6 5

3.00 ± 0.102
(.118 ± .004)

(NOTE 3)

3.00 ± 0.102
(.118 ± .004)

(NOTE 4)

0.52
(.0205)

REF

5.23
(.206)
MIN

3.20 – 3.45
(.126 – .136)

0.889 ± 0.127
(.035 ± .005)

0.42 ± 0.038
(.0165 ± .0015)

TYP

0.65
(.0256)

BSC シーティング・
プレーン

NOTE：
1. 寸法はミリメートル/（インチ）
2. 図は実寸とは異なる
3. 寸法にはモールドのバリ、突出部、またはゲートのバリを含まない
 モールドのバリ、突出部、またはゲートのバリは、各サイドで0.152mm（0.006"）を超えないこと
4. 寸法には、リード間のバリまたは突出部を含まない
 リード間のバリまたは突出部は、各サイドで0.152mm（0.006"）を超えないこと
5. リードの平坦度（成形後のリードの底面）は最大0.102mm（0.004"）であること

ゲージ・プレーン

推奨する半田パッド・レイアウト
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リニアテクノロジー・コーポレーションがここで提供する情報は正確かつ信頼できるものと考えておりますが、その使用に関する責務は一切負い
ません。また、ここに記載された回路結線と既存特許とのいかなる関連についても一切関知いたしません。なお、日本語の資料はあくまでも参考資
料です。訂正、変更、改版に追従していない場合があります。最終的な確認は必ず最新の英語版データシートでお願いいたします。

改訂履歴　（Rev Dよりスタート）

REV 日付 概要 ページ番号
D 09/10 「ピン配置」のMS8パッケージのθJA値を改訂、「発注情報」セクションにMPグレードを追加

「標準的性能特性」セクションに新規２つのグラフを追加、既存のグラフを改訂
「電気的特性」セクションを更新
「アプリケーション情報」セクションの図2と図4を改訂

2
3、4
4
8
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48V VOUT1
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FDB3632
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Hot Swap
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Hot Swap
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+

CHOLDUP
+

標準的応用例
電源遅延用プラグイン・カード入力ダイオード

関連製品
製品番号 説明 注釈
LT1641-1/LT1641-2 正の高電圧Hot Swapコントローラ アクティブ電流制限、9V～80Vの電源
LTC1921 デュアル-48V電源およびヒューズ・モニタ UV/OVモニタ、-10V～-80V動作、MSOPパッケージ
LT4250 -48V Hot Swapコントローラ アクティブ電流制限、-18V～-80Vの電源
LTC4251/LTC4251-1/ 
LTC4251-2

SOT-23の-48V Hot Swapコントローラ 高速アクティブ電流制限、-15V電源

LTC4252-1/LTC4252-2/ 
LTC4252-1A/LTC4252-2A

MS8/MS10の-48V Hot Swapコントローラ 高速アクティブ電流制限、-15V電源、ドレインによって応答を加速

LTC4253 シーケンサ付き-48V Hot Swapコントローラ 高速アクティブ電流制限、-15V電源、ドレインによって応答を加速、 
順番付けされたパワーグッド出力

LT4256 オープン回路検出機能付き、 
正の48V Hot Swapコントローラ

フォールドバック電流制限、オープン回路および過電流フォールト出力、 
最大80Vの電源

LTC4260 正の高電圧Hot Swapコントローラ I2CとADCを搭載、8.5V～80Vの電源
LTC4261 負の高電圧Hot Swapコントローラ I2Cと10ビットADCを搭載、突入電流の制限値と過電流の制限値を調整可能
LTC4352 モニタ付き理想ダイオード・コントローラ NチャネルMOSFETを制御、0V～18V動作
LTC4354 負電圧ダイオードORコントローラ 

およびモニタ
2個のNチャネルMOSFETを制御、1μsのターンオフ時間、80V動作

LTC4355 正電圧ダイオードORコントローラ 
およびモニタ

2個のNチャネルMOSFETを制御、0.5μsのターンオフ時間、80V動作

LTC4356-1/LTC4356-2/ 
LTC4356-3

サージ・ストッパー、過電圧 
および過電流保護レギュレータ

広い動作範囲：4V～80V、-60Vまでの逆入力保護、 
調整可能な出力クランプ電圧


